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OEM:Valvo
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BF 870
BF 872

SILIZIUM - PNP - PLANAR - TRANSISTOREN,
mit Komplementirtypen BF B8O baw. BF 871
flir Video-B-Endstufen in FS-Empflingern

Mechanische Dateng
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Eurzdatens BF BT0 BF B72
Eollektor=8perrspannung -I.I'.::3 o = max. 280 o0 v
Eollektor-Emitter-Sperrapannung -l.l'c' g ™ max. 250 v
"Ut:l R max. 0 v
Eollektoratrom, Scheitelwert 'll: y = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei I-U E 2E°¢ Pt.ot. - BAX. 1,6 W
g o
bei 'G = 26 C Ptut = BaX. 5,0 Ll
Sperrachichttemperatur 8, = max. 150 “c
Gleichstromverstirkung
bei ~Upy = 20 V und ~I, = 25 mA B - 50
Transit-Frequenz 5
bei -UCB = 10 V und Il = 10 mA I'.: = 60 MHz
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Absolute Grenzwerte;

Kollektor-Sperrspannung bei Il = O3

Kollektor=Emitter-Sperrspannung

bei In = O

bei Ry, = 2,7 ka

Emitter-Sperrspannung bei I. = 0t
Eollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstrom, Scheitelwert:

25%Ce

Gesamtverlustleistung hei }u
25°Ce

bei &,
Eperrschichttemperatur;:

£
L
<
-
Lagerungstemperatur:

Virmewiderstand;

iwischen Sperrschicht und Umgebung:
iwischen Sperrschicht und Montage flanschi

Kénnwerte:

hei }J - EGDE, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom
bei IB = 0 und -“EB = 200 Vi

Eollektor-Emittér-Reststrom
bei I'II.E = 2,7 ki und '“{:E = 300 Vi

bei “na = 2,7 ki, -Uhn
Emitter-Reststrom
bei IE = 0 und -UZB = B Y1

ang
= 150 Cj

Eollektor-Emitte r-AF-Kestsp
bei =I. = 25 mA und iJ
Basisspannung

bei —UcE = 20 V und -]

Gleichstromverstirkung
be i 'HEE = 20 ¥V und -IE = 25 mAi

c "™ 25 mAs

Transit-Frequenz

b i -“CB = 10 ¥V und [

Riickwirkungskapaz { tit
bei Uy = 30 ¥, T

"™ 10 maA:

= 0y f = 1 MHz:
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= 200 V, 8 =150"C:

Transistor BF872

'Unu 0 maX.
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Datasheet

BF 870  BF BT
2580 ao v
250 v

00 ¥
B v
50 A
104 mi
1,6 W
5,0 W
150 o
-55 o
150 %
18 KW
25 K/W
10 nA
1,0
10 HA
10 wA
20 v
0,78 v
S0
60 MHz
2,2 pF
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